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256kビットマルチポート ビデオRAM

"HM53461”,"HM53462”

256kbit MultiPortVideo RAM"HM53461”."HM53462”

近年,ディスプレイのフレームバッファ用256kビットVRAMが注目されている｡

今回,ビデオ メモリの標準仕様に加え,市場のニーズを反映して種々の新しい機

能を追加した新製品を開発した｡まずランダム ポートには,ラスタ演算用の論理演

算回路を取り込み,プロセッサとの問にシフト回路を外付けするだけで,高速のラ

スタ演算機能を実現可能にした｡また,シリアルポートには,256×4ビット構成

を1,024×1ビットに変更できる機能を付けた｡更に,シリアル入力機能ももってい

るので,ビデオ入力のほか画面の高速クリアも可能とした｡そしてシリアルポート

はスタティック回路を採用しているため,グラフィック以外の応用も可能である｡

l】 緒 言

一般に今日のコンピュータ システムでは,ディスプレイの

機能,計算能力,通信及び応用ソフトの支援体制の四つがポ

イントであると言われている｡なかでもマンマシンインタフ

ェースの重要性から,ディスプレイシステムの性能向上が要

求されている｡

現在のディスプレイは,ビットマップ方式が主流である｡

この場合フレームバッファへのアクセス制御が大きな問題と

なる｡通常プロセッサは,CRT(Ca仙odeRayTube)への表

示データを送るための読み出しサイクルの合間を縫って,フ

レームバッファの内容を書き換えている｡このため,大容量

の標準メモリでフレームバッファを組む場合,表示画面を乱

さずにプロセッサからのアクセス効果を上げるには周辺回路

が大きくなる｡
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図1 256k VRAMのピン配置

ピン配置は他社と互一換性がある｡
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図2 HM5346Ⅰ･HM53462の基本ブロック図

(HM5346りにオプション横能を追加Lた(HM53462)｡

標準的なビデオRAM

そこでこの間題を解決するために,VRAM(マルチ ポート

ビデオRAM)が登場1)･2)した｡

本稿では従来のVRAMの高性能化を図り,更に新機能を追

加することによって安価に高性能のグラフィック システムが

実現できる新製品のVRAM(HM53461,HM53462)3)の特長,

応用及び設計技術について述べる｡

囚 HM53461,HM53462の特長

今回新しく開発したVRAMは,リアルタイムデータ転送や

RAM部(ランダムアクセス ポート)の書き込みマスク機能,

そしてシリアルアドレスのポインタ コントロール機能といっ

た他社製品との互換性(国=)を十分考慮しながら,更に次の
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ような新しい機能(図2)をもっている｡

(1)ラスタ演算用の論理演算回路をRAM部に取り込んだ

(HM53462)｡

(2)シリアルデータ入力もできる(HM53461,HM53462)｡

(3)SAM部(シリアルアクセス ポート)は,×4ビット構成

を×1ビット構成に変更することができる(HM53462)｡

(4)SAM部はスタティック回路で構成されており,SAMはリ

フレッシュを必要とせず,応用範囲が広い(HM53461,HM

53462)｡

(1)の機能を使えば,プロセッサとの間に簡単なシフト回路

を外イ寸けするだけで,高速のラスタ演算機能を実現できる｡

(2)の機能は動画像ビデオ信号を取l)込み,静止画ビデオ信号

を出力するような用途に適している｡また,取り込んだ静止

画データをRAM部から加工することもできる｡更に,高速な

画面クリアに力を発揮する｡(3)の機能はSAM部が1,024×1

ビット構成となるので,例えば640×400画素構成のディスプ

レイの場合,並直列変換回路が不要となり,システムの簡略

化を可能とする｡そして(4)の機能はグラフィック以外への応

用も可能とする｡すなわち,低速のシリアルデータの入出力

や,ランダムなサイクルの入出力への応用も可能となる｡

その他,通常のVRAMの性能としては表lに示すようにな

つている｡RAM部のアクセスタイムとしては最高の100nsを

達成し,消費電流もRAM部とSAM部を合わせ100ns版で110

mA,120ns版で100mAという低電流を実現している｡

田 論理演算機能

3.1論理演算機能の内容

現在では,ほとんどのグラフィック システムはラスタ演算

機能を内蔵している｡ラスタ演算とは図2に示す論理演算部

とシフタで構成され,通常ゲートアレーで実現されている場

合が多い｡

今回開発したVRAMにはこのラスタ演算のうち論理演算部

をチッ70に取り込んだ｡すなわち,論理演算部をもっている

HM53462を使用し,シフト回路部だけを外付けすれば簡単に

ラスタ演算が実現することになる｡またこの場合,論理演算

のリード モディファイ ライト動作はチップ内部で自動的に

実行されるため,従来のいったんデータを外へ取り出して行

なうリード モディファイ ライトに比べると,大幅な高速化

を実現できる｡

表t 256k VRAM(マルチ ポート ビデオ RAM)の性能諸元

高速と低消費電力を達成Lている｡RAM部ではページモードも高速となって

いる｡

項 目 HM53462 HM53461

RAS ア ク セ ス 時 間 】00ns･120ns･150ns

百瓦盲 ア ク セ ス 時 間 50ns･60ns･75ns

石盲 ア ク セ ス 時 間 25ns･30ns･40ns

RAS サ イ ク ル 時 間 190ns･220ns･260ns

ページ モード サイクル時間 70ns･85ns･105ns

シリ アル アク セ ス時間 40ns･40ns･60ns

シリ アル サイク ル時間 48ns･40ns･60ns

7肖費電流

ラ ンダム サイクル 70mA･60mA･50mA

シリ アル サイクル 40mA･40mA･30mA

リ フ レ ッ シ ュ 256サイクル/4ms

機 能

論 ‡里 演 算 ○

シリ アル× 4一→×l 〔⊃

シ リ ア ル 入 力 ⊂) つ

シリアル スタティック ⊂)
･○
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表2 内蔵されている論理演算モードの種頬 アドレスA｡～A｡を用

い.i5種類の論理演算とシリアル ポートの構成変更(×4→×りを設定できる｡

FC3 FC2 FCl FCO
論 ‡里

記 号 演算後書き込みデータ

0

0

0

0

0

0

0

0

l

l

l

1

】

l

l

l

0

0

0

0

l

l

l

l

0

0

0

0

l

l

l

l

0

0

l

1

0

0

I

l

0

0

l

l

0

0

l

】

0

】

0

i

0

l

0

l

0

l

0

l

0

】

0

l

0

ANDl

AND2

×4一×1-

AND3

THROUGH*書

EOR

ORl

NOR

ENOR

lNVl

OR2

lNV2

OR3

NAND

1

Zero

Di･Ml

Di･Mi

DいMl

Dl

Di･Mi＋Di･Mi

Dl十Mi

Dl･Ml

DいMl＋DいMi

面

Di＋Ml

両1

Di＋Mi

Dl＋M-

ONE

注:略語説明など

* SAM構成の変更(256×4-l.024×l)
** 演算モードリセット

Dl(入力データ)

Mi(もともとメモリに入っていたデータ)

チップ内に組み込まれている論理演算の内容は,表2に示

す16とおりである｡このうちTHROUGHは,論理演算モード

のリセットとして,また電源投入時は自動的にこのモードに

セットされる｡この場合,内部信号は論理演算回路をバイパ

スするので,全く通常の使い方となる｡

3.2 論理演算モードの使い方

図3に論理演算モードのセットの仕方を示す｡論理演算モ

ードをセットするには,CBR(己瓦訂ビフォア豆真言)リフレッシ

ュと同じタイミングを使用し,しかも両クロックを低レベル

にセットする｡そしてこのときのアドレス情報(A｡-A3)の組合

せで論理清算モードを選択する｡またこのとき,同時にマス

クモードもセットできる｡すなわち.従来はCBRリフレッシ

ュ時の雨音レベルは気にしなくてよかったが,この論理清算モ

ード付きのHM53462を使用するときは,通常CBRリフレッシ

ュだけ使用時には両を高レベルに保持しなければならない｡

RAS

両肩

ADDRESS

WE

モ汗パ荘

l/0

l■L''

FCO-FC3

"L”

DON'T CARE

MASK REG.2

注:略語説明 FCO-FC3(モード設定コード)

図3 論理演算モード設定タイミング 古瓦喜ビフォア百瓦盲リフレッシ

ュのタイミングを用い,このとき面巨が低レベルであると論‡里演算の設定タイミ

ングとみなす｡



256kピットマルチポート ビデオRAM■■HM5346l”,■■HM5346Z''595

そして,論理演算モードをセットするときだけ低レベルとす

る｡

もちろん論理演算モードを必要としないユーザーは論理演

算モードのないHM53461を使用すれば,従来と全く同じ使い

方ができる｡

次に,論理演算モードを使った応用例を紹介する｡図4に

示すような図形処理を行なう場合,非常に簡単に,しかも高

速に処理ができる｡この処理手順を図5を用いてもう少し詳

しく説明する｡ラスタi寅算が対象とする長方形領域の]尭界は,

一般にフレーム バッファのワード構成の境界とは一致しない｡

図5の場合,ワード構成の境界からソース データSa,Sb,Sc

の先頭ビットまでの距離は/ざである｡また,デスティネーショ

ン データDa,Db,DcまではJdとなっている｡

このため,例えばDaの位置にラスタ演算処理を施す場合,

読み出したSaのデータはDaとのビット位置を合わせるために,

Jd-Jgビットだけシフトする｡演算結果をDaのアドレスへ書き

込む際には,左側Jdビット分はメモリ内容を変更しないように

マスクしておく必要がある｡マスク データは論理ゴ寅算モード

指定と同時にマスク データを設定しておけばよい｡このよう

なシフト量やマスク データの設定サイクルを少なくするため

に,図5の処理は垂直方向に連続して行なう｡Daへの処理が

修了したら,設定値はそのままにしてDb,Dcへの処理へ進む｡

次にDaの処理に入る前に,シフト量とマスク データを再設定

する｡

図6は実際にラスタ演算を実行するプロセッサの処理手順

である｡シフト量をバレル シフタに設定し,マスク パター

ンと論理音素算コードをメモリに設定する｡その後,ソース デ

｢ガ
+____+

論理演算

図4 ラスタ演算の簡単な処王里例 ソース データ(S)とデスティネー

ション データ(D)をビット単位に〉鼻算し(この場合は論理和).Dの領i或へ格

納する｡

J5

Sa Sa′ Sa汀

Sb Sb一 Sb''

Sc Sc- Scロ

aD aD

.bD bD Db

CD 〔UD Dc

J
区15 ビット マップ ディスプレイにおけるソース データ(S)と

デスティネーション データ(D)の解説図 フレームバッファのワー

ド構成に対して,SとDがそれぞれ数ワードにまたがる1易合の処理例を示す｡

シフト量を算出Lてバレルシフタに設定

マスクパターンを算出

マスクパターンと演算コードを書き込む｡

ソースデータを1ワード読み出す｡

ディスティネーションアドレスヘ演算書き込み

図6 ラスタ演算を実行するプロセッサの処理手順 プロセッサは

シフト量とマスク パターンを算出するだけで,後は簡単な読み出し･書き込

み操作だけを行なえばよい〔.

ータを1ワード読み出し,これをバレル シフタを介してメ

モリのデスティネーション アドレスに書き込む｡垂直方向に

隣接するデータに対して,この単純な読み出し･書き込み処

理を繰り返すことによってラスタ演算処理が進行する｡

巴 CMOS回路

このメモリには,日立製作所の周辺CMOS(Complementary

MetalOxideSemiconductor)形標準256kビット ダイナミッ

クRAM(HM51256･HM51258)と同じ回路技術と製造技術を

使用している｡2ノ∠mルールのNウエルCMOS技術を使い,上

記の機能を4.86×9.34mm2のチップ面積に収めた｡このCMOS

技術を用いることによって,アクセスタイム100nsという高速

とピーク電流100mA(図7)という低消費電力を実現した｡更

に,CMOSの最大の特徴は,論理演算回路(図8)というダイ

ナミックRAMにとっては一見複雑な回路も,CMOS化によっ

て極めて簡単な回路で実現できることである｡図8の回路の

占める割合はチップ面積の0.5%以下でしかない｡

図9に,論理音寅算の動作確認のテスト波形を示す｡14種の

論理演算が正常に動作しているのが分かる｡

RAS

融〔豆

SC

(mA)
100

Jcc 50

図7 動作時電源電;充の;皮形 CMOSを用いているため低消費電力を

実現Lており,ピーク電)充も】00mAと通常のDRAM並み以下である｡
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MOo-

DO

･･一OWDO

FCO

FCI

FC2

FC3

Ml

DI

M2

D2

M3

注:略語説明

FCi(ファンクションコード,

実際はAxo～Ax3を使用) D3

Di(入力データ)

WDl

WD2

WD3

Mi〔メモリセルデータ(既に書き込まれているデータ)〕

WDi(メモリセルヘの書き込みデータ)

図8 論理演算回路の論理図 二の論理回路がCMOSにより実現され.

二れらの占める割合はチップ面積の0.5%以下である〔ノ

RAS

面巨

Ⅰ/0

Al10

Di･Mi

百†･M;

Di･両i

Di･Mj＋D∃･Mi

D十Mi

白i･両.

Di･M十Di･Mi

百i

百,＋Mi

両i

Di＋両i

白i＋両i

Al11

0101 0101 演算1100 演算結果

書き込み 読み出しモード D.書込み 読み出し
Mi 設定

図9 論‡里演算のテスト結果 最初0】Olを書いておき,論王里演算をセ

ットLた後1川0を書き込んだときの結果の写真である｡.きちんと論‡里演算結果

が得られているのが分かる′二

70

図10 HM5346卜HM53462のチップ写真 cMOSを用いることによ

って.高速･高機能を4.86×9.34mm2の中に収めている｡

最後に,新しい機能を実現したHM53461･HM53462のチッ

プを図川に示す｡HM53461とHM53462は,Al(配線)マスクで

切り換えるように設計されている｡

切 結 言

以上述べたように,新しいVRAMの開発に当たって市場の

ニーズを検討し,論理i寅算などの新機能を追加した｡ここで

追加した機能は,今後,標準仕様として広がることが期待で

きる｡また,論]塑演算やSAMの構成変更など,今までのダイ

ナミックRAMの概念を打破するものであり,今後ユーザーか

らこれを契機に種々な要求が出てくることが予想きれる｡

フレーム バッファに限らず,ある程度まとまった市場規模

であれば,今後とも専用のダイナミックRAMを開発していく

予定である｡このような新しいメモリにとって,様々な機能を

実現しながら,かつ低消費電力を実現するためには,CMOS

技術はますます重要となる｡
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